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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスであって、
　それぞれが制御端子及び出力端子を含む複数のＲＦトランジスタセルを含むＲＦトラン
ジスタダイと、
　ＲＦ入力リードと、
　それぞれの入力端子を有する複数のディスクリートコンデンサを含む、前記ＲＦ入力リ
ードと前記ＲＦトランジスタダイの間に結合された入力整合ネットワークと、
を備え、前記ディスクリートコンデンサの前記入力端子が、前記ＲＦトランジスタセルの
それぞれの制御端子に結合され、前記入力整合ネットワークが、前記ディスクリートコン
デンサの隣接する入力端子間にそれぞれ結合された複数の抵抗器をさらに含み、
　前記複数の抵抗器は、前記ＲＦ入力リードと前記ＲＦトランジスタダイの間に抵抗器ブ
ロックとして設けられ、該抵抗器ブロックは、前記抵抗器のそれぞれの間に複数のノード
を有し、前記抵抗器は、電気的に直列に接続され、前記ノードのそれぞれと前記コンデン
サの前記入力端子との間にワイヤボンドが結合される、
ことを特徴とするパッケージ型ＲＦトランジスタデバイス。
【請求項２】
　入力ネットワークは、前記ＲＦ入力リードと前記コンデンサのそれぞれの前記入力端子
との間の第１のワイヤボンドと、前記コンデンサのそれぞれの前記入力端子と前記ＲＦト
ランジスタセルのそれぞれの前記制御端子との間の第２のワイヤボンドと、前記コンデン
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サの前記入力端子と前記抵抗器の各端子との間の第３のワイヤボンドとをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ型ＲＦトランジスタデバイス。
【請求項３】
　前記ＲＦトランジスタセルのそれぞれの前記出力端子に結合されたＲＦ出力リードと、
　ベースと、
をさらに備え、前記ＲＦトランジスタダイは、前記ベース上の前記ＲＦ入力リードと前記
ＲＦ出力リードの間に装着され、複数の前記コンデンサは、前記ベース上の前記ＲＦ入力
リードと前記ＲＦトランジスタダイの間にコンデンサブロックとして設けられ、
　前記ＲＦトランジスタダイ及び前記入力整合ネットワークを収容するパッケージをさら
に備え、該パッケージから、前記ＲＦ信号入力リード及び前記ＲＦ信号出力リードが延び
る、
ことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ型ＲＦトランジスタデバイス。
【請求項４】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスの形成方法であって、
　それぞれが制御端子及び出力端子を含む複数のＲＦトランジスタセルを含むトランジス
タをベース上に装着するステップと、
　それぞれの入力端子を有する複数のディスクリートコンデンサを前記ベース上に装着す
るステップと、
　前記ディスクリートコンデンサの前記入力端子を前記ＲＦトランジスタセルのそれぞれ
の前記制御端子に結合するステップと、
　前記ディスクリートコンデンサの隣接する入力端子間に複数の抵抗器を結合するステッ
プと、
　前記ディスクリートコンデンサの前記入力端子にＲＦ入力リードを結合するステップと
、
　前記ベース上に、前記トランジスタ及び複数の前記コンデンサを収容するパッケージハ
ウジングを形成するステップとを含み、前記パッケージから前記ＲＦ入力リードが延びて
おり、
　前記複数の抵抗器は、前記ＲＦ入力リードと前記ＲＦトランジスタダイの間に抵抗器ブ
ロックとして設けられ、該抵抗器ブロックは、前記抵抗器のそれぞれの間に複数のノード
を有し、前記抵抗器は、電気的に直列に接続され、前記ノードのそれぞれと前記コンデン
サの前記入力端子との間にワイヤボンドが結合される、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記コンデンサの前記入力端子に前記ＲＦ入力リードを結合するステップは、前記ＲＦ
入力リードと前記コンデンサのそれぞれの前記入力端子との間に第１のワイヤボンドを形
成するステップを含み、前記コンデンサの前記入力端子を前記ＲＦトランジスタセルのそ
れぞれの前記制御端子に結合するステップは、前記コンデンサのそれぞれの前記入力端子
と前記ＲＦトランジスタセルのそれぞれの前記制御端子との間に第２のワイヤボンドを形
成するステップを含み、前記方法は、前記コンデンサの前記入力端子と前記抵抗器の各端
子との間に第３のワイヤボンドを形成するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＲＦトランジスタセルのそれぞれの前記出力端子にＲＦ出力リードを結合するステ
ップを更に含む
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ベース上の前記ＲＦ入力リードと前記ＲＦ出力リードの間に前記ＲＦトランジスタ
ダイを装着するステップをさらに含み、複数の前記コンデンサを装着するステップは、前
記ベース上の前記ＲＦ入力リードと前記ＲＦトランジスタダイの間にコンデンサブロック
を装着するステップを含む、
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ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２００７年６月２２日に出願された「内部安定ネットワークを備えたＲＦト
ランジスタパッケージ、及び内部安定ネットワークを備えたＲＦトランジスタパッケージ
の形成方法（ＲＦ　ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ　ＰＡＣＫＡＧＥＳ　ＷＩＴＨ　ＩＮＴＥＲＮ
ＡＬ　ＳＴＡＢＩＬＩＴＹ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＦＯＲＭ
ＩＮＧ　ＲＦ　ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ　ＰＡＣＫＡＧＥＳ　ＷＩＴＨ　ＩＮＴＥＲＮＡＬ
　ＳＴＡＢＩＬＩＴＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ）」という名称の米国特許出願第１１／７６７
，１７２号の一部継続出願であり、この特許出願の開示は、その全体が引用により本明細
書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、一般にＲＦトランジスタに関し、より詳細には、入力整合ネットワークを有
するパッケージ型ＲＦトランジスタ、及び入力整合ネットワークを有するパッケージ型Ｒ
Ｆトランジスタの形成方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　パッケージ型ＲＦパワーデバイスは、通常、ベース上に装着されてパッケージに収容さ
れたトランジスタダイを含む。トランジスタには、パッケージの外部からパッケージの内
部に延びるＲＦ入力リードを通じてＲＦ入力信号が供給され、デバイスからは、パッケー
ジの内部から外部に延びるＲＦ出力リードを通じてＲＦ出力信号が送出される。パッケー
ジ内には入力整合回路を含めて、ＲＦ入力リードとＲＦトランジスタの入力端子との間に
接続することができる。入力整合回路は、トランジスタの入力部において、トランジスタ
の基本動作周波数でのインピーダンス整合を行う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＲＦトランジスタは、共通基板上に存在して並列に接続された複数のディスクリートト
ランジスタセルを含む、周縁部の大きなトランジスタダイを含むことができる。このよう
なデバイスにとっては、デバイスの使用可能帯域幅を増大できるという理由で、入力整合
が特に有益となり得る。しかしながら、通常、入力整合ネットワークは単一のコンデンサ
を含み、これにより周縁部の大きなトランジスタダイの隣接セル間に低周波数フィードバ
ック経路が形成される可能性がある。このフィードバック経路は、デバイス全体の安定性
を低下させることがある。
【０００５】
　さらに、入力整合ネットワークの素子のインピーダンス値は、奇モード発振が生じるの
を避けるように注意深く選択しなければならない。ボンドワイヤの長さを通じた適当なイ
ンダクタンスの選択を含むインピーダンス値の選択により、整合ネットワークのトポロジ
ーが制限される可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　いくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、複数のＲＦトラ
ンジスタセルを含むＲＦトランジスタダイを含む。複数のＲＦトランジスタセルは、それ
ぞれ制御端子及び出力端子を含む。ＲＦトランジスタデバイスは、ＲＦ入力リードと、こ
のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に接続された入力整合ネットワークとをさ
らに含む。この入力整合ネットワークは、それぞれの入力端子を有する複数のコンデンサ
を含む。これらのコンデンサの入力端子は、各ＲＦトランジスタセルの制御端子に結合さ
れる。入力整合ネットワークは、コンデンサの隣接する入力端子間にそれぞれ結合された
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複数の抵抗器をさらに含む。
【０００７】
　入力ネットワークは、ＲＦ入力リードと各コンデンサの入力端子との間の第１のワイヤ
ボンドと、各コンデンサの入力端子と各ＲＦトランジスタセルの制御端子との間の第２の
ワイヤボンドとをさらに含むことができる。
【０００８】
　入力ネットワークは、コンデンサの入力端子と抵抗器の各端子との間の第３のワイヤボ
ンドをさらに含むことができる。
【０００９】
　複数の抵抗器は、ＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に抵抗器ブロックとして
設けることができ、この抵抗器ブロックは、各抵抗器間に複数のノードを含むことができ
る。抵抗器は、電気的に直列に接続することができ、第３のワイヤボンドは、各ノードと
コンデンサの入力端子との間に結合することができる。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、入力ネットワークが、ＲＦ入力リードと各抵抗器の端子との
間の第１のワイヤボンドと、抵抗器の端子と各コンデンサの入力端子との間の第２のワイ
ヤボンドと、各コンデンサの入力端子と各ＲＦトランジスタセルの制御端子との間の第３
のワイヤボンドとを含むことができる。
【００１１】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、ベースをさらに含むことができ、このベー
ス上のＲＦ入力リードとＲＦ出力リードの間にＲＦトランジスタダイを装着することがで
きる。複数の抵抗器は、ベース上のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に抵抗器
ブロックとして設けることができる。
【００１２】
　複数のコンデンサは、ベース上の抵抗器ブロックとＲＦトランジスタダイの間にコンデ
ンサブロックとして設けることができる。
【００１３】
　抵抗器ブロックは、各抵抗器間に複数のノードを含むことができる。抵抗器は、電気的
に直列に接続することができ、第２のワイヤボンドは、各ノードとコンデンサの入力端子
との間に結合することができる。
【００１４】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、各ＲＦトランジスタセルの出力端子に結合
されたＲＦ出力リード、及びベースをさらに含むことができる。ＲＦトランジスタダイは
、ベース上のＲＦ入力リードとＲＦ出力リードの間に装着することができる。複数のコン
デンサは、ベース上のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間にコンデンサブロック
として設けることができ、複数の抵抗器は、ベース上のＲＦ入力リードとコンデンサブロ
ックの間に抵抗器ブロックとして設けることができる。このデバイスは、ＲＦトランジス
タダイ及び入力整合ネットワークを収容するパッケージをさらに含むことができ、このパ
ッケージからは、ＲＦ信号入力リード及びＲＦ信号出力リードが延びる。
【００１５】
　コンデンサブロックは、共通接地端子及び複数のディスクリート入力端子を含むことが
でき、共通誘電体をさらに含むことができる。いくつかの実施形態では、複数のコンデン
サが、複数のディスクリートデバイスを含む。
【００１６】
　さらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、複数のＲＦトラン
ジスタセルを含むＲＦトランジスタダイを含む。複数のＲＦトランジスタセルは、それぞ
れ制御端子及び出力端子を含む。パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、ＲＦ入力リ
ードと、このＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に結合された入力整合ネットワ
ークとをさらに含む。この入力整合ネットワークは、複数の入力端子を有する分割コンデ
ンサを含む。この分割コンデンサの入力端子は、各ＲＦトランジスタセルの制御端子に結
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合される。入力整合ネットワークは、分割コンデンサの隣接する入力端子間にそれぞれ結
合された複数の抵抗器をさらに含む。
【００１７】
　入力ネットワークは、ＲＦ入力リードと分割コンデンサの各入力端子との間の第１のワ
イヤボンドと、分割コンデンサの各入力端子と各ＲＦトランジスタセルの制御端子との間
の第２のワイヤボンドとをさらに含むことができる。
【００１８】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、各ＲＦトランジスタセルの出力端子に結合
されたＲＦ出力リードと、ＲＦトランジスタダイ及び入力整合ネットワークを収容するパ
ッケージとをさらに含み、このパッケージからは、ＲＦ信号入力リード及びＲＦ信号出力
リードが延びる。
【００１９】
　パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスは、ベースをさらに含み、このベース上のＲＦ
入力リードとＲＦ出力リードの間にＲＦトランジスタダイを装着することができる。分割
コンデンサは、ベース上のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に存在することが
できる。分割コンデンサは、共通接地端子、及び／又は共通誘電体を含むことができる。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態は、パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスの形成方法を
提供する。この方法は、複数のＲＦトランジスタセルを含むトランジスタをベース上に装
着するステップを含む。複数のＲＦトランジスタセルは、それぞれ制御端子及び出力端子
を含む。この方法は、それぞれの入力端子を有する複数のコンデンサをベース上に装着す
るステップと、コンデンサの入力端子を各ＲＦトランジスタセルの制御端子に結合するス
テップと、コンデンサの隣接する入力端子間に複数の抵抗器をそれぞれ結合するステップ
と、コンデンサの入力端子にＲＦ入力リードを結合するステップとをさらに含む。
【００２１】
　この方法は、ベース上に、トランジスタ及び複数のコンデンサを収容するパッケージハ
ウジングを形成するステップをさらに含むことができ、パッケージからは、ＲＦ入力リー
ドが延びる。コンデンサの入力端子にＲＦ入力リードを結合するステップは、ＲＦ入力リ
ードと各コンデンサの入力端子との間に第１のワイヤボンドを形成するステップを含み、
コンデンサの入力端子を各ＲＦトランジスタセルの制御端子に結合するステップは、各コ
ンデンサの入力端子と各ＲＦトランジスタセルの制御端子との間に第２のワイヤボンドを
形成するステップを含むことができる。
【００２２】
　この方法は、各ＲＦトランジスタセルの出力端子にＲＦ出力リードを結合するステップ
と、ＲＦトランジスタダイ及び複数のコンデンサを収容するパッケージハウジングを形成
するステップとをさらに含むことができ、パッケージからは、ＲＦ信号入力リード及びＲ
Ｆ信号出力リードが延びる。
【００２３】
　この方法は、ベース上のＲＦ入力リードとＲＦ出力リードの間にＲＦトランジスタダイ
を装着するステップをさらに含むことができ、複数のコンデンサを装着するステップは、
ベース上のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間にコンデンサブロックを装着する
ステップを含むことができる。コンデンサブロックは、共通接地端子及び複数のディスク
リート入力端子を含むことができる。コンデンサブロックは、共通誘電体をさらに含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、複数のコンデンサが、複数のディスクリートデバ
イスを含むことができる。
【００２４】
　この方法は、コンデンサの入力端子と抵抗器の各端子との間に第３のワイヤボンドを形
成するステップをさらに含むことができる。
【００２５】
　複数の抵抗器は、ＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に抵抗器ブロックとして
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設けることができ、この抵抗器ブロックは、各抵抗器間に複数のノードを含むことができ
る。抵抗器は、電気的に直列に接続することができ、第３のワイヤボンドは、各ノードと
コンデンサの入力端子との間に結合することができる。
【００２６】
　入力ネットワークは、ＲＦ入力リードと各抵抗器の端子との間の第１のワイヤボンドと
、抵抗器の端子と各コンデンサの入力端子との間の第２のワイヤボンドと、各コンデンサ
の入力端子と各ＲＦトランジスタセルの制御端子との間の第３のワイヤボンドとをさらに
含むことができる。
【００２７】
　この方法は、ベースを設けるステップをさらに含むことができ、このベース上のＲＦ入
力リードとＲＦ出力リードの間にＲＦトランジスタダイを装着することができ、ベース上
のＲＦ入力リードとＲＦトランジスタダイの間に、複数の抵抗器を抵抗器ブロックとして
設けることができる。
【００２８】
　複数のコンデンサは、ベース上の抵抗器ブロックとＲＦトランジスタダイの間にコンデ
ンサブロックとして設けることができる。
【００２９】
　本発明のさらなる実施形態によれば、パッケージ型ＲＦトランジスタデバイスが、それ
ぞれが制御端子及び出力端子を含む複数のＲＦトランジスタセルと、ＲＦ入力リード及び
ＲＦ出力リードと、ＲＦ入力リード又はＲＦ出力リードとＲＦトランジスタダイとの間に
結合された整合ネットワークとを含む。整合ネットワークは、それぞれの入力端子を有す
る複数のコンデンサを含む。コンデンサの入力端子は、各ＲＦトランジスタセルの対応す
る制御端子又は出力端子に結合される。入力整合ネットワークは、コンデンサの隣接する
入力端子間にそれぞれ結合された複数の抵抗器をさらに含む。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、整合ネットワークが、ＲＦ出力リードとＲＦトランジスタダ
イの間に結合された出力整合ネットワークを含み、コンデンサの入力端子は、各ＲＦトラ
ンジスタセルの対応する出力端子に結合される。
【００３１】
　本発明をさらに理解できるように含められ、本出願に組み入れられて本出願の一部を構
成する添付図面に、本発明のいくつかの実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来のＲＦパワートランジスタの機能ブロック図である。
【図２Ａ】本発明のいくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタの斜
視図である。
【図２Ｂ】本発明のいくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタの機
能ブロック図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタの概略
回路図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタのレイ
アウトの平面図である。
【図５】本発明のいくつかの実施形態による分割コンデンサの断面図である。
【図６】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタの概略回
路図である。
【図７Ａ】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタのレイ
アウトの平面図である。
【図７Ｂ】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタのレイ
アウトの平面図である。
【図８】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタの概略回
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路図である。
【図９Ａ】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタのレイ
アウトの平面図である。
【図９Ｂ】本発明のさらなる実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタのレイ
アウトの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施形態を示す添付図面を参照しながら、本発明の実施形態についてよ
り完全に説明する。しかしながら、本発明は、多くの異なる形で具体化することができ、
本明細書で説明する実施形態に限定されると解釈すべきではない。むしろ、これらの実施
形態は、本開示を徹底的かつ完全なものとして当業者に本発明の範囲を十分に伝えるよう
に提供するものである。全体を通じ、同じ番号は同じ要素を示す。
【００３４】
　本明細書では、様々な要素を説明するために「第１の」、「第２の」などの用語を使用
するが、これらの要素をこれらの用語によって限定すべきではないと理解されたい。これ
らの用語は、要素を互いに区別するために使用するものにすぎない。例えば、本発明の範
囲から逸脱することなく、第１の要素を第２の要素と呼ぶこともでき、同様に第２の要素
を第１の要素と呼ぶこともできる。本明細書で使用する「及び／又は（ａｎｄ／ｏｒ）」
という用語は、関連する記載項目の１つ又はそれ以上のありとあらゆる組み合わせを含む
。
【００３５】
　本明細書で使用する用語は、特定の実施形態を説明するためのものにすぎず、本発明を
限定するためのものではない。本明細書で使用する単数形の「１つの（英文不定冠詞）」
及び「その（英文定冠詞）」は、その文脈で別途明確に示していない限り、複数形も含む
ことが意図される。「備える、含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｉｎ
ｃｌｕｄｅｓ、及び／又はｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」という用語は、本明細書で使用する場
合、上述した特徴、整数、ステップ、動作、要素、及び／又は構成部品の存在を示すが、
１又はそれ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成部品、及び／又はこれら
の群の存在又は追加を除外するものではない。
【００３６】
　特に定めがない限り、本明細書で使用する（技術用語及び科学用語を含む）全ての用語
は、本発明が属する技術の当業者が一般に理解している意味と同じ意味を有する。本明細
書で使用する用語は、本明細書及び関連技術との関連におけるこれらの意味に従う意味を
有すると解釈すべきであり、本明細書で明確に定義しない限り、理想的な又は過度に形式
的な意味で解釈されるものではないと理解されたい。
【００３７】
　要素が、別の要素「上に（ｏｎ）」存在する、又は別の要素「上に（ｏｎｔｏ）」延び
ていると言う場合、この要素はこの別の要素上に直接存在し、又はこの別の要素上に直接
延びている場合もあれば、或いは介在要素が存在する場合もあると理解されたい。対照的
に、ある要素が別の要素「上に直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎ）」存在する、又は別の要
素「上に直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎｔｏ）」延びていると言う場合、介在要素は存在
しない。ある要素が別の要素に「接続（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」されている、又は「結合
（ｃｏｕｐｌｅｄ）」されていると言う場合、この要素はこの別の要素に直接接続又は結
合している場合もあれば、或いは介在要素が存在する場合もあると理解されたい。対照的
に、ある要素が別の要素に「直接接続（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」され
ている、又は「直接結合（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ）」されていると言う場合
、介在要素は存在しない。
【００３８】
　本明細書では、「下方の（ｂｅｌｏｗ）」、「上方の（ａｂｏｖｅ）」、「上部の（ｕ
ｐｐｅｒ）」、「下部の（ｌｏｗｅｒ）」、「水平の（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ）」、「横
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方向の（ｌａｔｅｒａｌ）」、「垂直の（ｖｅｒｔｉｃａｌ）」などの相対語を使用して
、図に示すような要素、層又は領域同士の関係を説明することがある。これらの用語は、
図に示す方向に加え、デバイスの異なる方向を含むことを意図されたものであると理解さ
れたい。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態は、パッケージ型ＲＦパワートランジスタを提供する。通
常、ＲＦパワートランジスタは、並行して動作する複数のトランジスタセルを含む。本発
明の実施形態によるパッケージに含めることができるトランジスタは、横方向に拡散した
ＭＯＳＦＥＴＳ（ＬＤＭＯＳＦＥＴ）、又はバイポーラデバイス、ＭＥＳＦＥＴデバイス
、ＨＢＴ及びＨＥＭＴデバイスなどのその他の半導体デバイスを含むことができる。これ
らのトランジスタは、狭バンドギャップ半導体又は広バンドギャップ半導体を使用して作
製することができる。例えば、これらのトランジスタは、シリコンＬＤＭＯＳ及び／又は
バイポーラトランジスタ、及び／又はＧａＡｓ　ＭＥＳＦＥＴ、ＩｎＧａＰ　ＨＢＴ、Ｇ
ａＮ　ＨＥＭＴデバイス、ＧａＮバイポーラトランジスタなどのＩＩＩ－Ｖデバイスを含
むことができる。
【００４０】
　図１に１０で概略的に示すように、１０ワット又はそれ以上のパワーを供給するＲＦパ
ワートランジスタは、ディスクリートデバイスとしてパッケージ化することができる。（
例えば、ＦＥＴ又はバイポーラデバイスを含むことができる）パッケージ型トランジスタ
１５は、通常、トランジスタ１５の制御端子（ＦＥＴのゲートＧ、又はバイポーラトラン
ジスタのベースなど）にＲＦ入力リード１４を接続する入力整合回路１２を含む。トラン
ジスタ１５は、並列に接続された複数のトランジスタセルを含む、周縁部の大きなＲＦト
ランジスタとすることができる。トランジスタ１５の出力端子（ＦＥＴのドレインＤ、或
いはバイポーラトランジスタのコレクタ又はエミッタなど）には、ＲＦ出力リード１８が
接続される。ＲＦ入力リード１４及びＲＦ出力リード１８は、図１に示すようにパッケー
ジ１０の外部に延びる。ＦＥＴ１５のソースＳは、接地することができる。
【００４１】
　パッケージ型トランジスタ１０は、プリント基板（図示せず）上に装着することができ
る。プリント基板上には、外部出力整合回路（図示せず）を装着することもできる。この
外部出力整合回路には、バイアス／ＲＦダイプレクサ（図示せず）を接続して、トランジ
スタ出力をＲＦ出力に接続することができる。さらに、トランジスタのＲＦ出力リード１
８には、ＤＣ電源（図示せず）を接続することができる。
【００４２】
　図１に示すように、ＲＦパワートランジスタパッケージ内には、内部整合ネットワーク
が設けられている。しかしながら、通常、このような内部整合ネットワークは、単一のコ
ンデンサを含む。上述したように、デバイスパッケージ内にコンデンサを含めると、周縁
部の大きなトランジスタダイの隣接セル間に低周波数フィードバック経路が形成され、こ
れによりデバイス全体の安定性が低下する可能性がある。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、パッケージ型ＲＦトランジスタの内部整合ネッ
トワークが、複数の並列コンデンサを含む。これらの複数のコンデンサからマルチセルＲ
Ｆトランジスタダイの各セルへのワイヤボンド接続を設ける。
【００４４】
　例えば、内部整合ネットワークは、パッケージのベース上のマルチセルＲＦトランジス
タダイに隣接して、分割コンデンサ及び／又は複数のコンデンサを含むことができる。複
数の並列コンデンサを含む入力整合ネットワークを設けることにより、（単複の）低周波
数フィードバック経路を低減及び／又は除去し、これによりパッケージ型デバイスの安定
性を改善することができる。
【００４５】
　本発明のいくつかの実施形態によるパッケージ型ＲＦトランジスタ１００を、図２Ａに
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全体的に示し、図２Ｂに概略的に示す。これらの図に示すように、パッケージ型ＲＦトラ
ンジスタ１００は、パッケージの外部に延びるＲＦ入力リード１４及びＲＦ出力リード１
８を含む。ＲＦ入力リード１４は、入力整合回路１１２を介して、並列に接続された複数
のトランジスタセルを含むことができるトランジスタ１１５の（ゲートＧなどの）制御端
子に接続される。ＲＦ出力リード１８には、トランジスタ１１５の（ドレインＤなどの）
出力端子が接続される。いくつかの実施形態によれば、この入力整合回路が複数のコンデ
ンサを含む。入力整合回路内の各コンデンサは、ＲＦトランジスタ１１５の各トランジス
タセルに結合することができる。
【００４６】
　本発明の実施形態による、ＲＦパワートランジスタ１１５及び入力整合ネットワーク１
１２を含むパッケージ１００の概略回路図を図３に示し、本発明の実施形態による、パッ
ケージ１００の物理的レイアウトを図４に示す。ＲＦパワートランジスタ１１５は、単一
のチップ（ダイ）又は複数のチップ（ダイス）を備えることができる。図３及び図４を参
照して分かるように、パッケージ１００は、複数の並列トランジスタセル１５Ａ～１５Ｄ
を含むＲＦトランジスタ１１５を含む。図３には、４つの並列セル１５Ａ、１５Ｂ、１５
Ｃ及び１５Ｄを含むＲＦトランジスタ１１５を示しているが、本発明の実施形態によれば
、ＲＦトランジスタ１１５は、４つよりも多くの又は４つ未満の並列セルを有することも
できると理解されたい。トランジスタセル１５Ａ～１５Ｄは、それぞれ制御端子又は入力
端子、及び出力端子を含む。例えば、ＦＥＴデバイスを含む実施形態では、トランジスタ
セルが、それぞれゲートＧ、ドレインＤ及びソースＳを含む。いくつかの実施形態では、
図３に示すように、ゲートＧが制御端子又は入力端子に対応し、ドレインＤが出力端子に
対応し、ソースＳが接地する。
【００４７】
　入力整合ネットワーク１１２は、ＲＦ信号入力リード１４とトランジスタセル１５Ａ～
１５ＤのゲートＧとの間に接続される。入力整合回路１１２は、ＲＦ信号入力リード１４
とコンデンサブロック１３６との間に延びるボンドワイヤを含む複数の誘導性ワイヤボン
ド接続と、コンデンサブロック１３６からトランジスタ１５Ａ～１５Ｄのゲートに延びる
ボンドワイヤを含む誘導性ワイヤボンド接続とを含むことができる。
【００４８】
　入力整合ネットワーク１１２は、複数の入力整合回路１２Ａ～１２Ｄを含み、これらは
それぞれ、ＲＦ信号入力リード１４とＲＦトランジスタ１１５の各セル１５Ａ～１５Ｄと
の間に接続される。入力整合回路１２Ａ～１２Ｄは、それぞれ第１のインダクタンス３２
Ａ～３２Ｄ、第２のインダクタンス３４Ａ～３４Ｄ、及びコンデンサ３６Ａ～３６Ｄを含
む。図４に示すように、第１のインダクタンス３２Ａ～３２Ｄは、ＲＦ入力リード１４と
、対応するコンデンサ３６Ａ～３６Ｄの端子との間のワイヤボンド接続によって設けるこ
とができる。第２のインダクタンス３４Ａ～３４Ｄは、対応するコンデンサ３６Ａ～３６
Ｄの端子と、ＲＦトランジスタ１１５の対応するセル１５Ａ～１５Ｄの入力端子との間の
ワイヤボンド接続によって設けることができる。
【００４９】
　入力整合回路１２Ａ～１２Ｄの隣接するコンデンサ３６Ａ～３６Ｄの入力端子間には、
複数のコンデンサ間抵抗器３５Ａ～３５Ｃが接続される。コンデンサ間抵抗器３５Ａ～３
５Ｃは、例えばディスクリート表面実装抵抗器として設けることができる。
【００５０】
　コンデンサ間抵抗器３５Ａ～３５Ｃの存在により、安定性の高いインピーダンス整合を
実現することができる。通常、周縁部の大きなダイを組み込んだパッケージ型トランジス
タでは、使用可能帯域幅を改善するための内部整合が必要である。しかしながら、デバイ
スに内部入力整合コンデンサとして入力コンデンサを追加すると、周縁部の大きなダイの
隣接セル間に低周波数フィードバック経路が形成され、これがデバイスにとって安定性の
負担となる可能性がある。周縁部の大きなパワートランジスタの内部整合回路は、奇モー
ド発振が生じるのを避けるように注意深く選択することができる。しかしながら、適切な
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コンデンサ値及び／又はボンドワイヤ長（インダクタ）の選択により、整合ネットワーク
トポロジに望ましくない制限が課されることがある。
【００５１】
　入力コンデンサ入力を複数の個々のコンデンサとして設け、個々のコンデンサ間にコン
デンサ間抵抗器を結合することにより、入力コンデンサのインピーダンス整合の恩恵を保
ちながら、低周波数フィードバック経路を除去又は減衰することができる。従って、入力
整合回路１２Ａ～１２Ｄにおける静電容量値及びインダクタンス値の設計自由度を高める
ことができる。
【００５２】
　図５に示すように、入力整合ネットワークのコンデンサ３６Ａ～３６Ｄは、ディスクリ
ートコンデンサデバイス及び／又は分割コンデンサを含むことができるコンデンサブロッ
ク１３６内に設けることができる。図５を参照して分かるように、コンデンサブロック１
３６は、図４及び図５に示すようなベース１４０上の共通誘電体４４及び共通接地端子４
２上に設けられた複数のディスクリート入力端子３８Ａ～３８Ｄを含む分割コンデンサを
含むことができる。図５には、入力端子３８Ａ～３８ＤにＲＦ入力リード１４を接続する
ワイヤボンド３２Ａ～３２Ｄ、及び入力端子３８Ａ～３８Ｄを各トランジスタセル１５Ａ
～１５Ｄの入力端子に接続するワイヤボンド３４Ａ～３４Ｄも部分的に示している。隣接
するコンデンサ３６Ａ～３６Ｄの入力端子３８Ａ～３８Ｄ間には、複数のコンデンサ間抵
抗器３５Ａ～３５Ｃが接続される。コンデンサ間抵抗器３５Ａ～３５Ｃは、例えば、誘電
体４４上の隣接する入力端子３８Ａ～３８Ｄ間にディスクリート表面実装抵抗器として設
けることができる。
【００５３】
　図３及び図４に示す実施形態では、トランジスタセル１５Ａ～１５Ｄの出力端子が、出
力整合ネットワーク１１６を介してＲＦ出力リード１８に接続される。出力整合ネットワ
ークの設計は当業で周知であり、本明細書で詳細に説明する必要はない。
【００５４】
　図４に示すように、コンデンサブロック１３６は、パッケージ１００のベース１４０上
に、トランジスタ１５に隣接して装着することができる。パッケージ１００のベースは、
トランジスタ１５が装着されるあらゆる構造部材を意味することができ、従って、基板、
フランジ又はダイキャリアなどに相当することができると理解されたい。
【００５５】
　本発明のさらなる実施形態による、ＲＦパワートランジスタ１１５及び入力整合ネット
ワーク２１２を含むパッケージ２００の概略回路図を図６に示し、本発明の実施形態によ
る、パッケージ２００の物理的レイアウトを図７Ａ及び図７Ｂに示す。図７Ｂは、図７Ａ
のパッケージレイアウトのいつくかの特徴部をより詳細に示す拡大図である。
【００５６】
　図６、図７Ａ及び図７Ｂを参照して分かるように、入力整合ネットワーク２１２は、Ｒ
Ｆ信号入力リード１４と、パワートランジスタ１１５のトランジスタセル１５Ａ～１５Ｄ
のゲートＧとの間に接続され、ＲＦ信号入力リード１４と、ＲＦトランジスタ１１５の各
セル１５Ａ～１５Ｄとの間にそれぞれが接続された複数の入力整合回路４０Ａ～４０Ｄを
含む。図６、図７Ａ及び図７Ｂに示す実施形態では、入力整合回路４０Ａ～４０Ｄの隣接
するコンデンサ４６Ａ～４６Ｄの入力端子間に、複数のコンデンサ間抵抗器４５Ａ～４５
Ｃが接続される。
【００５７】
　コンデンサ間抵抗器４５Ａ～４５Ｃは、パッケージ２００のベース上のＲＦ信号入力リ
ード１４と分割コンデンサブロック２３６の間に設けることができる別個の抵抗器ブロッ
ク２４５上に設けることができる。抵抗器ブロック２４５は、アルミナ基板などのセラミ
ック基板２４７を含むことができ、このセラミック基板２４７上に複数の直列接続された
抵抗器４５Ａ～４５Ｃが装着される。コンデンサ間抵抗器４５Ａ～４５Ｃは、例えばセラ
ミック基板２４７上にディスクリート表面実装抵抗器として設けることができる。
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【００５８】
　抵抗器ブロック２３５は、Ｎ個のノード４７Ａ～４７Ｄを含むことができ、これらのノ
ード４７Ａ～４７Ｄの各ペア間にＮ－１個の抵抗器４５Ａ～４５Ｃを結合することができ
る。
【００５９】
　入力整合回路２１２は、ＲＦ信号入力リード１４と抵抗器ブロック２４５内の各抵抗器
４５Ａ～４５Ｄとの間に延びる第１のボンドワイヤ４２Ａ～４２Ｄを含む複数の誘導性ワ
イヤボンド接続と、抵抗器ブロック２４５内の各抵抗器４５Ａ～４５Ｄからコンデンサブ
ロック２３６内の各コンデンサ４６Ａ～４６Ｄに延びる第２のボンドワイヤ４４Ａ～４４
Ｄを含む誘導性ワイヤボンド接続と、コンデンサブロック２３６内の各コンデンサ４６Ａ
～４６Ｄからトランジスタ１５Ａ～１５Ｄの各ゲートに延びる第３のボンドワイヤ４８Ａ
～４８Ｄを含む誘導性ワイヤボンド接続とを含むことができる。
【００６０】
　換言すれば、入力整合回路４０Ａ～４０Ｄは、それぞれ第１のインダクタンス４２Ａ～
４２Ｄ、第２のインダクタンス４４Ａ～４４Ｄ、コンデンサ４６Ａ～４６Ｄ及び第３のイ
ンダクタンス４８Ａ～４８Ｄを含む。図６に示すように、第１のインダクタンス４２Ａ～
４２Ｄは、ＲＦ入力リード１４と、抵抗器ブロック２４５の各ノード４７Ａ～４７Ｄとの
間のワイヤボンド接続によって設けることができる。第２のインダクタンス４４Ａ～４４
Ｄは、抵抗器ブロック２４５の各ノード４７Ａ～４７Ｄと、対応するコンデンサ４６Ａ～
４６Ｄの端子との間のワイヤボンド接続によって設けることができる。第３のインダクタ
ンス４８Ａ～４８Ｄは、対応するコンデンサ４６Ａ～４６Ｄの端子と、ＲＦトランジスタ
１１５の対応するセル１５Ａ～１５Ｄの入力端子との間のワイヤボンド接続によって設け
ることができる。
【００６１】
　本発明のさらなる実施形態による、ＲＦパワートランジスタ１１５及び入力整合ネット
ワーク３１２を含むパッケージ３００の概略回路図を図８に示し、本発明の実施形態によ
る、パッケージ３００の物理的レイアウトを図９Ａ及び図９Ｂに示す。図９Ｂは、図９Ａ
のパッケージレイアウトのいつくかの特徴部をより詳細に示す拡大図である。
【００６２】
　図８、図９Ａ及び図９Ｂを参照して分かるように、入力整合ネットワーク３１２は、Ｒ
Ｆ信号入力リード１４と、パワートランジスタ１１５のトランジスタセル１５Ａ～１５Ｄ
のゲートＧとの間に接続され、ＲＦ信号入力リード１４と、ＲＦトランジスタ１１５の各
セル１５Ａ～１５Ｄとの間にそれぞれが接続された複数の入力整合回路５０Ａ～５０Ｄを
含む。図８、図９Ａ及び図９Ｂに示す実施形態では、入力整合回路５０Ａ～５０Ｄの隣接
するコンデンサ５６Ａ～５６Ｄの入力端子間に、複数のコンデンサ間抵抗器５５Ａ～５５
Ｃが接続される。
【００６３】
　コンデンサ間抵抗器５５Ａ～５５Ｃは、パッケージ３００のベース上のＲＦ信号入力リ
ード１４と分割コンデンサブロック３３６の間に設けることができる別個の抵抗器ブロッ
ク３４５上に設けることができる。抵抗器ブロック３４５は、アルミナ基板などのセラミ
ック基板３４７を含むことができ、このセラミック基板３４７上に複数の直列接続された
抵抗器５５Ａ～５５Ｃが装着される。コンデンサ間抵抗器５５Ａ～５５Ｃは、例えばセラ
ミック基板３４７上にディスクリート表面実装抵抗器として設けることができる。
【００６４】
　抵抗器ブロック３３５は、Ｎ個のノード５７Ａ～５７Ｄを含むことができ、これらのノ
ード５７Ａ～５７Ｄの各ペア間にＮ－１個の抵抗器５５Ａ～５５Ｃを結合することができ
る。
【００６５】
　入力整合回路３１２は、ＲＦ信号入力リード１４とコンデンサブロック３３６内の各コ
ンデンサ５６Ａ～５６Ｄとの間に延びる第１のボンドワイヤ５２Ａ～５２Ｄを含む複数の
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誘導性ワイヤボンド接続と、コンデンサブロック３３６内の各コンデンサ５６Ａ～５６Ｄ
から各抵抗器５５Ａ～５５Ｄに延びる第２のボンドワイヤ５４Ａ～５４Ｄを含む誘導性ワ
イヤボンド接続と、コンデンサブロック３３６内の各コンデンサ５６Ａ～５６Ｄからトラ
ンジスタ１５Ａ～１５Ｄの各ゲートに延びる第３のボンドワイヤ５８Ａ～５８Ｄを含む誘
導性ワイヤボンド接続とを含むことができる。
【００６６】
　換言すれば、入力整合回路５０Ａ～５０Ｄは、それぞれ第１のインダクタンス５２Ａ～
５２Ｄ、第２のインダクタンス５４Ａ～５４Ｄ、コンデンサ５６Ａ～５６Ｄ及び第３のイ
ンダクタンス５８Ａ～５８Ｄを含む。図８に示すように、第１のインダクタンス５２Ａ～
５２Ｄは、ＲＦ入力リード１４と、コンデンサブロック３３３６の各コンデンサ５６Ａ～
５６Ｄとの間のワイヤボンド接続によって設けることができる。第２のインダクタンス５
４Ａ～５４Ｄは、抵抗器ブロック３４５の各ノード５７Ａ～５７Ｄと、対応するコンデン
サ５６Ａ～５６Ｄの端子との間のワイヤボンド接続によって設けることができる。第３の
インダクタンス５８Ａ～５８Ｄは、対応するコンデンサ５６Ａ～５６Ｄの端子と、ＲＦト
ランジスタ１１５の対応するセル１５Ａ～１５Ｄのゲート端子との間のワイヤボンド接続
によって設けることができる。
【００６７】
　本出願の実施形態を、主に入力整合回路に関連して説明したが、本発明の実施形態は、
図３、図４、図６及び図８に示す出力整合回路１１６などの出力整合回路で使用すること
もできる。例えば、いくつかの実施形態によれば、出力整合回路１１６内に、図５に示す
分割コンデンサを含むコンデンサブロック１３６を設けることができる。このような実施
形態では、各トランジスタセル１５Ａ～１５Ｄの出力端子（ドレインＤなど）を、例えば
誘導性ボンドワイヤを介して、コンデンサブロック１３６のコンデンサの対応する入力端
子３８Ａ～３８Ｄに接続することができる。同様に、例えば誘導性ボンドワイヤを介して
、入力端子３８Ａ～３８ＤをＲＦ出力リード１８に接続することもできる。誘導性ボンド
ワイヤの長さ及びコンデンサブロック１３６内のコンデンサの静電容量は、トランジスタ
ダイ１１５の出力部において適当なインピーダンス整合が行われるように選択することが
できる。
【００６８】
　さらに、主に単一のトランジスタダイを含むパッケージ型ＲＦトランジスタに関連して
本出願の実施形態を説明したが、本発明のいくつかの実施形態によれば、単一のパッケー
ジ１００内に複数のトランジスタダイス１１５を含め、１又はそれ以上のトランジスタダ
イスに、複数のコンデンサを含むコンデンサブロックを設けることができる。
【００６９】
　本発明の実施形態によるパッケージ型ＲＦパワートランジスタは、安定性が重要とされ
る幅広い用途において有用となり得る。例えば、本発明の実施形態によるパッケージ型パ
ワートランジスタは、ＷｉＭＡＸ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ、及び／又は次世代（第４世代
）システムを含むその他のシステムなどのシステムに応用することができる。一般に、本
発明の実施形態は、パワートランジスタによる安定した動作が望まれるあらゆる用途にお
いて有用となり得る。
【００７０】
　図面及び明細書では、本発明の典型的な実施形態を開示し、また特定の用語を使用した
が、これらの用語は、限定目的ではなく一般的かつ記述的意味で使用したものにすぎず、
本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲に示される。
【符号の説明】
【００７１】
１００　パッケージ型ＲＦトランジスタ
１１２　入力整合回路
１１５　トランジスタ
１１６　出力整合ネットワーク
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１３６　コンデンサブロック
１４０　ベース
３２Ａ　第１のインダクタンス
３２Ｄ　第１のインダクタンス
３４Ａ　第２のインダクタンス
３４Ｄ　第２のインダクタンス
３５Ａ　コンデンサ間抵抗器
３６Ａ　コンデンサ
３６Ｄ　コンデンサ

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図５】

【図６】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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